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Opis wynalazku 

 k-
trycznego  w systemach kontrolno-pomiarowych. 

Znany z - n-
 w ku 

 w kon-
z-

 w a-
o-

 
w  z 

u-
je  
i  w trakcie proce-

 a u-
 z o-

 w  i  z 
 w  

Zgodnie z  

 w  w  i  z e-
gle kondensatorze o najw  w e

 w zespole redy-
 w 

 z 
u-

 i n-

 
z-

nego w  w  i  z e-
 w zespole redystrybucji, oraz wykryciu za po

 w 
o w dodatkowym kondensa-

 w 
adzonego w u-

 
 w do-

da j-
 a o-

 w lub w kondensatorze 
 i  z  w zespole redy-

strybucji. 
 w 

 w dodatkowy
 w o-

 w  z 
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 w 
 w zespole redystrybucji. 

 w ostatnim 
z d-

d-
 

 w dodatko k-

gromadzonych w a-
dzania rw

 w dodatkowym kondensa-
 z realizo-

 w 
 z  z 

realizowania procesu redystrybucji. Ponadto,  z przetwarzaniem 

 i  
w przelicz  

 i o-

a-

 
 z dodatkowym 

 w ne zmniejszenie 
 i tym samym istotne ograniczenie 

powierzchni zajmowanej przez przetwornik wykonany w 
 z dodatkowym kondensato-

 w  

Ponadto, czas realizowania proces  w dodatko-
 i  z k-

 w  
e w 

 w 
 w  z wyelimino-

waniem k y-
 z k-

 w zedziale czasu. 
 w d-

 w  a  i prze-
 

Fig. 1     w stanie relaksacji  
Fig. 2     w n 
Fig. 3     
Fig. 4   

sobie  
Fig. 5     w  w kon-

n 
Fig. 6   w  w kon-

Cn i  w dodatkowym kondensatorze 
CnA 

Fig. 7   z  Ci 
do kondensatora docelowego Ck i  w dodatkowym kondensato-

CnA 
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Fig. 8   w e-
su przetwarzania  

Fig. 9   w 
cym Cn i  z Cn-1. 

Zgodnie z 
cia 

 w n e o-
x o-

x  w zespole redystrybucji A 

 z  o-
bn-1, bn-2 1, b0 y-

 i 
o 

 
 w Cn oraz 

x+1 u-
  w dodatkowym kondensa-

CnA. a-
dzonego w CnA e-
ru itom bn-1, bn-2 1, b0 
elektrycznego w CnA k-
trycznego zgromadzonego w CnA oraz przypisywanie odpo-
wiednich wa bn-1, bn-2 1, b0 

Cn. 

elektrycznego w CnA e-
Gx+2  a 

 w kondensatorze 
Cn. 

Gx+1

 w CnA, to w  dostar-
 w dodatkowym kondensatorze Cn-1A m-

 w  z  CnA. 
Cn-1A  w zespole redystrybucji jest 

Cn-1  w zespole redystrybucji. 
 

w ostatnim z kondensato
UL,  

 w  w i-
  w  Cn, 
Cn n-

i u-
Cn, a 

Cn-1  w e-
go Ck e-

Cn-1  w 
 z kon-

Ci do kondensatora docelowego Ck . o-
k o-

rze docelowym z UL pierwszego komparatora K1 
Ui  w Ui na kon-

w-
pierwsze

CM, aktualnemu kondensatorowi docelowemu Ck Ci 
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 a 
kondensatora docelowego Ck  

 i 
J z Ci do nowego kondensa-

tora docelowego Ck. Gdy natomiast w  z Ci do 
kondensatora docelowego Ck

Ck UL, 
Ck 

 i  
z Ci do nowego kondensatora docelowego Ck. Proces redystrybucji nadzo-

a-
ratora K1 i drugiego komparatora K2  do momentu, gdy 
docelowego Ck przez kondensator C0  w zespole redystrybucji, kontrolowa-

Ui na aktualnym kondensatorze 

0  w zespole redystrybucji, jest 
UL. 

red UL o-

 

 z u-
 w 

 z m-
paratora K1 i  z o-

 UH,  sekcja kondensator
cego An i  
z J  
z  a czony z 

 
An i 

SHn; SHn-1, SHn-2 SH1, SH0, docelowe SLn; SLn-1, SLn-2, L1, SL0, 
SGn; SGn-1, SGn-2 G1, SG0, i kondensatory Cn; Cn-1, Cn-2, ..., C1, C0

Cn-1, Cn-2, ..., C1, C0  z 
SHn-1, SHn-2, ..., SH1, SH0 i z SLn-1, SLn-2, L1, SL0, 
a SGn-1, SGn-2 G1, SG0, o-
ne z UH. W 

Cn-1, Cn-2, ..., C1, C0 o 
Cn jest 

Cn-1  w zespole redystry-
Cn-1, Cn-2, ..., C1, C0 

odpowiednio, bit bn-1, bn-2, ..., b1, b0   z 
Gall oraz z 

UL.  H 
 z 

UH. 
SHn; SHn-1, SHn-2 SH1, SH0, SGall  
z n; Dn-1, Dn-2, ..., D1, D0; Dall SLn; SLn-1, 
SLn-2, L1, SL0, i SGn; SGn-1, SGn-2 G1, SG0 o-
wiednio, i  z In; In-1, In-2, ..., I1, I0. 

An 
CnA STn, STnA i SBn, SBnA oraz a-
dunku lnQ i  z SQ,  
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z AQ. 
cego CnA Cn u-

Cn i CnA 
STn, STnA z SHn i SLn oraz z o-

wym SQ. Cn i CnA 
SBn, SBnA z SGn oraz z 

STn, STnA oraz a-
dek SBn, SBnA  i  z AC. 

SHn  z SLn  z 
 a  SGn  z i-

czego UH. 
Cn-1  w ze-

spole redystrybucji zawiera dodatkowy kondensator Cn-1A  w zespole redy-
STn-1, STn-1A i SBn-1, SBn-1A. 

Dodatkowy kondensator Cn-1A  w 
Cn-1 i w n-

densatora Cn-1  w zespole redystrybucji i dodatkowego kondensatora Cn-1A  
 w a-

dek STn-1, STn-1A z SHn-1 i SLn-1 oraz z j-
 SQ. n-1  w zespole redystrybucji 

i dodatkowego kondensatora Cn-1A  w zespole redystrybucji s
SBn-1, SBn-1A z SGn-1 oraz z 

STn-1, STn-1A i SBn-1, 
SBn-1A  i  z AC. 

wynalazku, w 
procesu przetwarzania w

 w stan nieaktywny. Przy 
 z AQ 

o SQ i 
STn, STnA  z AJ 

 z  AC 
STn, STnA 

SBn, SBnA i Cn z 
SHn i SLn, 

CnA z SQ, 
Cn z SGn e-
go CnA z  w stan relaksacji pokazany 
na fig. 1.  z Dn-1, Dn-2, ..., D1, 
D0; SHn-1, SHn-2, SH1, SH0.  z 

In; In-1, In-2, ..., I1, I0 m SLn; 
SLn-1, SLn-2, L1, SL0 i Cn i wszystkich kon-

Cn-1, Cn-2, ..., C1, C0  z z-
SGn; SGn-1, SGn-2 G1, SG0 i Cn 

i Cn-1, Cn-2, ..., C1, C0  z 
 z all 

SGall i  z o-
ego Cn i Cn-1, Cn-2, ..., C1, C0 e-

 z n, z-
SHn i  z  i z i-

 
W Gx, podanego na 

 w stan pokazany na fig. 2. W tym celu 
 z  AC, 

STn, STnA SBn, SBnA 
i Cn z SQ, 
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CnA z SHn i 
docelowym SLn, o Cn z 

CnA z SGn, wy-
CnA. 

 z AQ, za-
SQ i  z 

STn, STnA.  w kon-
densatorze pr Cn  z o-

STn i SQ. 
Gx, podanego na 

 z 
Dall SGall i   Przy 

 z In; In-2, ..., I1, I0 i-
SLn; SLn-2, L1, SL0, i  

CnA i Cn-2, ..., C1, C0  szyny docelowej L oraz 
SGn; SGn-2 G1, SG0 i 

CnA i Cn-2, ..., C1, C0 a-
UH.  z AC mo-

STn, STnA 
SBn, SBnA i n z 

SHn i SLn

CnA z Q, p e-
go Cn z SGn u-

CnA z ma  
W przypadku 

Gx Gx+1, mo-
 z AQ, 

SQ i 
STn, STnA. 

Gx+1

 z AQ, po-
SQ i  z r-

STn, STnA. a-
dzony w CnA  
z i CnA SQ. 

W przypadku 
Gx Gx+1 u-

unku lnQ jest gromadzony w dodatkowym kon-
densato CnA  z 

STnA SQ. o-
kazano na fig. 6. 

 
w stan nieaktywny oraz przypisuje wszystkim bitom bn-1, bn-2 1, b0 o-

i kon-
Cn n-

o-
wego Ck kondensatorowi Cn-1  w zespole redystrybucji przez wpisanie do 

 w zespole 
a-

 
z AJ

zgromadzony w Ci o-
pr  i Ck, przy czym w trakcie 

Ui  i a-
Uk  
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Uk na aktualnym kon-
UL, 

dniemu bitowi bk o-
 z Ik o-

SLk i Ck od 
SGk i 

kondensatora docelowego Ck UH. 
Ck  w 

redystrybucji A 

 z Ik o-
wego SLk i Ck z 

SGk i o-
wego Ck z  

W przypadku, Ui na kondensatorze 
pierwszego kompara-

tora K1 CM,  z Di, powoduje ot z-
SHI i Ci 

 z Ik CM e-
lowego SLk i ocelowego Ck w-

 SGk i  Ck 
UH. o-

Ci Ck przez 
Przy po-

 z Di  o-
wego SHi i C1 z a-

 i przypisuje 
Ck 

 z k 
docelowego SLk i Ck z 

SGk i a-
tora docelowego Ck z no na fig. 7. 

W obu przypadkach 
 i 

tora K2 powoduje przypisanie funkcji 
kondensatora docelowego Ck  w  

 

C1 l-
Ck i a doce-

lowego Ck  w 
y-

 w kondensatora docelowego Ck przestaje 
C0  w 

C0  w zespole redy-

CM 
przypisuje bitowi b0  

Po iu procesu  w kondensatorze 
n bn-1, bn-2, b1, b0 

 w stan aktywny. Przy po-
 z AJ y-

 w stan relaksacji. 
Po wykryciu przez  cego Gx+1, podane-

 z Dall, 
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SGall i 
 z In; In-2, ..., I1, I0 

SLn; SLn-2, L1, SL0, i e-
go Cn i Cn-2, ..., C1, C0 
pr  SGn; SGn-2 G1, SG0 i  Cn 
i Cn-2, ..., C1, C0 UH. Przy 

 z AC e-
STn, STnA SBn, SBnA 

i n z Q, 
CnA z SHn i e-

lowym SLn n z 
cego CnA z SGn. 

CM 
Gx+1 

Gx+2 CM powoduje, przy  z o-
wym AQ, SQ i r-

STn, STnA. CM 
Gx+2 CM powoduje, przy po-

 z AQ, j-
SQ i  z STn, STnA. 

 w 
cym Cn,  z r-

STn SQ. 
W przypadku CM 

Gx+1 Gx+2, 
 w kondensatorze 

Cn  z e-
STn SQ. 

 
w stan nieaktywny oraz przypisuje wszystkim bitom bn-1, bn-2, b1, b0 o-

Ci dodat-
CnA przez wpisanie do rejestru 

n n-
densatora docelowego Ck kondensatorowi Cn-1  w zespole redystrybucji 
przez wpisanie do rejestru indeksu docelo Cn-1 

 w  
z AJ  i rozpoczyna reali-
zowanie pr  w dodatkowym kondensatorze 

CnA  w Ck prze-
C0  w zespole redystrybucji. 

 w dodatkowym 
CnA bn-1, bn-2, , b1, b0 

 w stan 
 z AJ o-

 
w stan relaksacji. 

wynalazku, w o-

 z a-
dek AC STn-1, STn-1A ek 
SBn-1, SBn-1A i Cn-1  w zespole redy-
strybucji z SHn-1 i SLn-1, t-
kowego kondensatora Cn-1A  w zespole redystrybucji z o-
wym SQ Cn-1  w zespole redystrybu-
cji z SGn-1 Cn-1A  
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ci w zespole redystrybucji z a-
zano na fig. 8. 

W chwili wykrycia  Gx, podanego na 
 powoduje dodatkowo, przy pomocy sy  z 

AC STn-1, STn-1A oraz 
SBn-1, SBn-1A i Cn-1 k-

 w zespole redystrybucji z Q, o-
datkowego kondensatora Cn-1A  w zespole redystrybucji z o-
wym SHn-1 i SLn-1 Cn-1 
poje  w zespole redystrybucji z n-
densatora Cn-1A  w zespole redystrybucji z SGn-1, wy-

Cn-1A o  w ze-
 jest gromadzo-

 w Cn  z Cn-1 
 w zespole  z wej-

STn, STn-1 i Q. Opisany 
9. 

Po wykryciu Gx 
 z e-

STn-1, STn-1A oraz prze-
SBn-1, SBn-1A i Cn-1 

 w zespole redystrybucji z SHn-1 i SLn-1, 
Cn-1A  w zespole redystry-

bucji z SQ, Cn-1 m-
 w zespole redystrybucji z SGn 

kondensatora Cn-1A  w zespole redystrybucji z  
Gx+1, 

 w CnA  
z Cn-1A  w zespole redystrybucji, 

 z a-
dek STnA, STn-1A i SQ. 

CM Gx+1, podane-
CM  

z AC STn-1, 
STn-1A SBn-1, SBn-1A i Cn-1  

 w zespole redystrybucji z SQ, 
dki dodatkowego kondensatora Cn-1A  w zespole redystrybucji z -

SHn-1 i SLn-1, Cn-1  
 w zespole redystrybucji z  o-

datkowego kondensatora Cn-1A  w zespole redystrybucji z 
masy SGn-1. 

 e-
 w  

 
w ostatnim z 

odniesienia UL  
i-

towi b0  w stan relaksacji powoduje, przy po-
 z wy l0, SL0 i 

kondensatora C0  w zespole redystrybucji od szyny docelowej L oraz prze-
SG0 i C0 o najmniejszej pojemno-

 w UH. 
i-

towi b0  w stan relaksacji powoduje, przy 
 z Ii SLi i 
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Ci SGi i po-
o Ci UH. 

 

A    
An    
CM   
K1  pierwszy komparator 
K2  drugi komparator 
J    
UH   
UL   odniesienia 
InG   
InQ   
In1   
In2   
B    
OutR   
H    
L   szyna docelowa 
Cn    
Cn-1, Cn-2,  C1, C0  
Cn-1   w zespole redystrybucji  
C0    w zespole redystrybucji  
CnA   
Cn-1A  dodatkowy  w zespole redystrybucji 
Ci    
Ck   kondensator docelowy 
Un-1, Un-2, ..., U1, U0  
Ui    
Uk   e docelowym 
bn-1, bn-2, ..., bi k 1, b0,  
SHn, SHn-1, SHn-2,  SHi, Hk H1, SH0  
SLn, SLn-1, SLn-2, Li Lk, L1, SL0  
SGn; SGn-1, SGn-2 Gi Gk, G1, SG0  
STn, STn-1, STnA, STn-1A  
SBn, SBn-1, SBnA, SBn-1A  
SGall   
SQ   
AC    
AJ    
AQ   
Gx    
Gx+1   
Gx+2   
In; In-1, In-2, ..., Ii,  Ik,  I1, I0  
Dn, Dn-1, Dn-2, ..., Di, Dk, D1, D0; Dall  
 
 

 

1. 
 

w  w  i  z n-
 w e
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za  a  w zespole 
 w o-

 z odpowiednich wyj
 i o-

n-
o-

znamienny tym
elektrycznego w (Cn), lub w (Cn) i  
z nsatorze (Cn-1)  w zespole redystrybucji, oraz wykry-

(CM) Gx+1

 w dodatkowym kondensatorze 
(CnA), a o-

nego w (CnA) u-
 (CM) (bn-1, bn-2 1, b0)  przy czym gromadze-

 w (CnA), proces redystrybucji 
 elektrycznego zgromadzonego w (CnA) oraz przypi-

 bitom (bn-1, bn-2 1, b0

Cn). 
2. znamienny tym k-

trycznego w (CnA) oraz wykry
Gx+2  a 

 w kondensatorze 
Cn) lub w kondensatorze Cn) i  z 

(Cn-1  w zespole redystrybucji. 
3.  i 2, znamienny tym

 w CnA), to jed-
 w dodatkowym kondensatorze 

(Cn-1A  w  z dodatkowym kon-
ym (CnA), Cn-1A k-

 w Cn-1

 w zespole redystrybucji. 
4.  i 3, znamienny tym   

w ostatnim z 
(UL),  
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Rysunki 
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